BASKENT UNIVERSITESI
Miihendislik Fakiiltesi - Elektrik-Elektronik Miihendisligi Boliimii
EEM 312 — Sayisal Elektronik

Yazilim Laboratuvarni
Deney No: Y6
Deney Adi: Mantik kapisi tasarimi

On Cahisma:
1. Sekil 1°de verilen Ozel Veya Kapi (XOR) tasariminizin ag listesini yazin. Calisma
yontemini agiklayin. Her bir transistor i¢in Drain ve Source bacaklarmi belirtmeyi
unutmayin.
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Sekil 1 — Pass Transistor XOR Kapisi
2. En az sayida CMOS teknolojisini kullanarak iki girigli bir tane Ve Degil (NAND)
kapis1 tasarlayin ve tasariminizin ag listesini yazin.

3. En az sayida CMOS teknolojisini kullanarak iki girisli bir tane Veya Degil (NOR)
kapis1 tasarlayin ve tasariminizin ag listesini yazin.

Laboratuar Calismasi:

1. On ¢alismanin 1., 2. ve 3. maddesinde tasarladiginiz kapilar1 Spice benzetimcisi ile
gereken giris sinyallerini uygulayarak ve Tablo 1’de verilen model parametrelerini
kullanarak mantiksal islevini test edin.

2. Tasarladiginiz mantik kapilarinin en kotli gecikme zamanlarini benzetimei
sonuclarindan elde edin ve karsilastirarak gecikme siiresi en diisiik olan kapiy1 belirtin.

Tablo 1 — Model parametreleri

.MODEL MOSN NMOS LEVEL=2 LD=0.15U TOX=200.0E-10

+ NSUB=5.36726E+15 VTO=0.743469 KP=8.00059E-05 GAMMA=0.543
+ PHI=0.6 U0=655.881 UEXP=0.157282 UCRIT=31443.8

+ DELTA=2.39824 VMAX=55260.9 XJ=0.25U LAMBDA=0.0367072

+ NFS=1E+12 NEFF=1.001 NSS=1E+11 TPG=1.0 RSH=70.00

+ CGDO=4.3E-10 CGS0O=4.3E-10 CJ=0.0003 MJ=0.6585

+ CJSW=8.0E-10 MJSW=0.2402 PB=0.58

.MODEL MOSP PMOS LEVEL=2 LD=0.15U TOX=200.0E-10

+ NSUB=4.3318E+15 VTO=-0.738861 KP=2.70E-05 GAMMA=0.58
+ PHI=0.6 U0=261.977 UEXP=0.323932 UCRIT=65719.8

+ DELTA=1.79192 VMAX=25694 XJ=0.25U LAMBDA=0.0612279
+ NFS=1E+12 NEFF=1.001 NSS=1E+11 TPG=-1.0 RSH=120.6

+ CGDO=4.3E-10 CGSO=4.3E-10 CJ=0.0005 MJ=0.5052

+ CIJSW=1.349E-10 MJSW=0.2417 PB=0.64
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